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The fabrication of the P-type transparent conducting films  

using by heavily boron-doped nano crystalline diamond 
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ナノダイヤモンドは近年、低温合成技術から基板を選ばないため比較的大面積ウェハへ合成が

可能であり、供給不安のない物質であることから様々な応用が期待されている[1,2]。特に高い光

透過率とボロンによる p型高伝導性を持つことから n型半導

体である酸化インジウムスズ(ITO)では不可能な p 型透明電

極として、p-n 接合を利用する太陽電池や EL デバイスの高

効率化への寄与が考えられる。 

今回、我々はボロン濃度を最適化することにより、90%レ

ベルの光透過率にてシート抵抗 300[Ω]以下を実現したので

報告する[3]。実験方法は、石英基板上にアンドープのナノダ

イヤモンドを膜厚 150nm低温成長させ、その後石英管型マイ

ク ロ プ ラ ズ マ CVD に お い て メ タ ン 濃 度 3% 、

[TMB]/[CH4]:6000ppmで高濃度ボロンドープダイヤモンドを

膜厚 30-100nm成長させた。評価方法としてはシート抵抗と

キャリア濃度および移動度をホール効果測定から算出し、表

面観察を SEM像、不純物濃度を二次イオン質量分析（SIMS）

により調査した。SIMS の分析結果からは 5×10
21

(cm
-3

)レベ

ルの高濃度ボロンドーピングが確認された(Fig.1)。 キャリ

ア密度は 1-2x10
21

(cm
-3

)であり、移動度は 2-5cm
2
V

-1
sec

-1とナ

ノダイヤモンドとしては非常に高い値である。ITOやグラフ

ェンのトップデータ（シート抵抗 30Ω/sq＠透過率 90%）に

比べるとシート抵抗はまだ高いが、p型透明電極としては透過

率 90%において最も低いシート抵抗である (Fig.2)。今後さらなる低抵抗化および高透過率の実現

について検討する。 
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Fig.1 SIMS による分析結果 

Fig.2 シート抵抗と透過率の関係 
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